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У роботі розраховується  енергія основного стану носіїв струму 

(електронів та дірок) у структурі, утвореній квантовою ямою ZnSe та 
асиметричними бар’єрами ZnBeMnSe та ZnBeSe, зображеній на Рис.1. [1]. 
Показано, як змінюється енергія  основного стану носіїв струму зі зміною d 
– товщини додаткового немагнітного бар’єру. Досліджується також 
асимптотичний випадок d=0.  

 

 
 
 
Рис.1. Квантова структура 
досліджена у [1]. Товщина d 
набувала значень: 0, 2.5, 7.5, 12.5 
нм. 

Накладання магнітного поля на структуру обумовлює гігантський 
ефект Зеємана, який приводить до розщеплення зони провідності та 
валентної зони, різного для сильних та слабих магнітних полів. Отже, 
накладанням магнітного поля можна  змінювати висоту потенціального 
бар’єру шару 4 на рис.1. 

У роботі досліджується зміна енергії основного стану носіїв струму 
залежно від співвідношення між U1 та U2, де U1 – висота потенціального 
бар’єру шарів 1,3, U2-  висота потенціального бар’єру шару 4 на рис. 1. 
 Енергія основного стану знаходиться при розв’язуванні 
стаціонарного рівняння Шредінгера із врахуванням неперервності 
хвильової функції та її похідної на границях розділу середовищ. 
Використовується  умова нормування хвильової функції. При отриманні 
енергетичних рівнів ми допустили наближення: 1) вважається незмінною 
ефективна маса носіїв для розглянутих середовищ, 2) хвильова функція на 
межі середовищ 4 – 5 вважається рівною нулеві. 
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